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1．はじめに 

近年、SiC パワーデバイスを用いた電力変換回路の幅広

い利用が検討されている(1)。特に車載などの用途では、電

力変換回路の小型軽量化が要求される。スイッチング周波

数を高くすると、電力変換回路を小型軽量化できる。 

本稿では、SiC MOSFETを駆動するゲートドライバに着

目し、ISMバンドのひとつである 13.56MHz でのスイッチ

ングを目標とする。特に SiC MOSFETと JFETに着目し、

これらの動特性の測定、評価を行う。 

2．測定回路 

SiC MOSFETと JFETの動特性を、ダブルパルス試験に

より測定する(2)。図 1 に、ダブルパルス試験による測定回

路を示す。測定時のドレイン電流は 1Aとした。ゲートドラ

イバとして、RF 絶縁型ゲートドライバ Si8234（Silicon 

Labs製）を使用した。ゲートドライバの GNDは、MOSFET

を用いる場合は短絡し、JFET を用いる場合は 12V の電源

に接続する。ゲート抵抗 RGによる波形の変化を測定した。 

3．測定結果と評価 

図 2に、SiC MOSFETと JFETの VGS波形を示す。図 3

に、立ち上がり時間、立ち下がり時間の RG依存性を示す。

JFET は、すべての RGにおいて、MOSFET よりスイッチ

ング速度が速い。RG = 20Ωのとき、JFETの立ち上がり時

間、立ち下がり時間は、それぞれ MOSFETの 6%、14%で

ある。この理由として、JFET の入力容量が MOSFET よ

り小さく、VDS = 10V において 1/4 程度であることが考え

られる。JFET は MOSFET に比べ、RGが大きくてもスイ

ッチング速度への影響が少ないため、JFET をプリドライ

バとして用いる構造によりゲートドライバの小型化が可能

である(3)。 

4．結論 

ダブルパルス試験により SiC MOSFET と JFET の動特

性を測定した。JFETはすべての RGにおいて MOSFETよ

りスイッチング速度が速く、RG = 20Ωのとき、JFETの立

ち上がり時間、立ち下がり時間は、それぞれ MOSFET の

6%、14%である。 
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    (a) SiC MOSFET       (b) SiC JFET 

 

図 1ダブルパルス試験による動特性測定回路 
Fig.1. Circuit to measure dynamic characteristics 

by Double Pulse Method 

図 3 立ち上がり時間、立ち下がり時間の RG依存性 
Fig.3. RG dependence of rise time and fall time 

図 2 SiC MOSFETおよび JFETの VGS波形 
Fig.2. VGS waveforms of SiC MOSFET and JFET 
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